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炭素にとって黒鉛が安定相である条件においてダイヤモンドの CVD 成長が行われる o したがってダイヤモンド構
造 (Sp3) の安定な成長は古くからの課題であり、一般には低速成長を行うことで同素体 (Spl、 Sp2結合)の含有量を
低減させている o そこで本論文ではダイヤモンドの前駆体であるメチルラジカル CH3*を高濃度に生成することで過
冷却状態によるダイヤモンドの選択的な成長を試みた。手段として、 Xe の準安定状態のエネルギーが CH4を選択的
に CH3*へと解離させることが可能であることを考慮、し、ソースガス (CH4/H2) に Xe を添加した。そして同素体の


















ダイヤモンドの CVD 成長は炭素にとって黒鉛が安定相である条件において行われるため、同素体 <Spl、 Sp2結合)
の含有量を抑制しつつダイヤモンド (Sp3) を安定に成長させることが重要な課題である。そこでダイヤモンドの前
駆体であるメチルラジカル CH3*を高濃度に生成することで過冷却状態によるダイヤモンドの新しい成長を試みた。










イアモンドの特徴が一層明確にされた。 Xe 添加 CVD 成長ダイアモンド薄膜を使うことで FET の特性に顕著な改善
が得られているのも成果である o
以上の内容はダイアモンド半導体の薄膜成長およびエレクトロニクス応用に関する先駆的な研究成果であると同時
に、当該分野の今後の発展に多大な貢献をするものであり、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認めるo
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